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} Fiabilité versus Durée de vie
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Elimination des faibles Défaillances aléatoires

Défaillances intrinseques
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}Risques sur la fiabilité

e A systéeme = X A composants qui le constituent

e La fiabilité des composants se répercute sur celle du
systeme
= SUr ou sous—estimation fiabilité = surcout

e |l est important de realiser des études de fiabilité
prévisionnelle qui tiennent compte:
= du profil de vie

= de la methode de calcul utilisée et des parametres
associes

= et du RETEX
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A= (ZPhysmaI Contrlbutors)*: HProcess Contributors):
L:

Composants Cartes électroniques
P 9 Sous-ensembles
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} Fides: Formule géenérale

A= APhysique. 7Z-Part_manufactuing " 7C process” 7€ Induit

ﬂ«Physique représente la contribution physique (technologie et conditions d ’emploi
nominales)

7T part_manufacting traduit la qualité et la maitrise technique de fabrication de I'article

7T traduit la qualité et la maitrise technique du processus de développement,
Process . . , T . . P
de fabrication et d'exploitation/maintenance du produit contenant I'article

représente la contribution des facteurs induits (aussi appelés surcharges

7€ induit accidentelles ou overstress), classiguement attendus dans une
application donnée
ﬂ’Physique = Z (/10 ) 1_Iaccélératbn)
Contributbns_ Physiques .
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}Fides: Discrets Actifs

Discrets Actifs

Modéle général associé a la famille

A= 'A"Ph}'s'ique X HPM X HProces's avec .
'A“DTH X ]‘_‘[The:tm.ique
P + ‘)\'0 TCy Boitier X HTCvBoitier
Phases ; ; _ ‘
y _ annuel y
A‘Ph}'sique - Z 3760 x|+ ‘}"'0 TCy Joints brasés X HTC}'Jomtsbrasé's X (Hmduit }i
TR i .

A onteea X vgeca

>,
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}Fides: Discrets Actifs

Taux de défaillance de base associés a la puce

Diodes de faible puissance AoTH Diodes de puissance AotH
Diodes de signal jusqu'a 1A (PIN, Schottky, : i

signal, varactor) 0,0044 | | Thyristors, triacs de plus de 3A 0,1976
Diodes de redressement 1A a 3A 00100 | |Diodes de redressement > 3A 01574
Diodes de régulation Zener jusqua 1,5W [ 0,0080 || e de regulation zenerde plus de -1 ¢ pg54
Diodes de protection jusqu'a 3kW (en créte 0.0210 Diodes de protection de plus de 3kW (en 1.4980
10ms/ 100ms) (TVS) : créte 10ms/ 100ms) (TVS) ’
Transistors de faible puissance AoTH Transistors de puissance AoTH
Silicium, bipolaire = 5W 0,0138 | | Silicium, bipolaire = 5W 0,0478
Silicium, MOS = 5W 0,0145 | | Silicium, MOS = 5W 0,0202
Silicium, JFET < 5W 0,0143 | |IGBT 0,3021
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}Fides: Discrets Actifs

Contributions associées aux stress Physiques

]-_-[ Thermique

11604 =0.7 =
293

En phase de fonctionnement: Il x e

Pour les diodes signal jusqu'a 1A (PIN, Schottky, signal, varactor) :

A Y,
appliquée j si appliquee

I

El

V

nominale nominale

Vv

V.o oo
I1,, =0,056 si 2P < 3
nominale

Pour les autres types d'article :
I1,, =1

>0,3

I thermique = 0

E-.
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En phase de non-fonctionnement :

r.
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} Exemple Profil de vie FIDES

Avion moyen courrier

Contrainte Thermique et Humidité Cyclage thermique Mécanique
Intitulé de la phase Temps On/Off | Température Taux AT  |[Nombre de| Durée du | Température | Vibrations
calendaire ambiante | d’humidité cycles cycle maximale au aléatoires
cours du
cyclage
(heures) °C) (%) (°C) (/an) (heures) (°C) (Grms)
Sol-operating-1 660 On 47 30 33 330 14 47 -
Sol-operating-2 1320 On 55 30 15 660 2 55 -
Sol-roulage 99 On 47 5 - - - 55 5
Vol-operating 3831 On 40 5 - - - 40 0,6
Sol-dormant 2820 Off 14 70 10 117 24 19 -
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}Influence du profil de vie (PdV)

Radio Véhicule Blindé

S68FIT 696 FIT
*N\
Pc France PC Djibouti

383 FIT 840 FIT

1333 FIT Hélicoptere  Avion Arme 3239 FIT

B Thermique []Cycle Thermique [ Mecanique
Il Humidité [ Thermo-électrique [] Chimique [] Electrique

1 FIT = 1 défaillance / 10° h.composant
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}Fides - Normalisation

e Francaise :

s FIDES2009 - UTE C 80811 - MaJ faite en
déec.2010

e Internationale :

= Intégré au réferentiel EDSTAR depuis 2012
(European Defence Standards Reference
System = containing references to “Best practice”
standards and "standard-like" specifications)

= B /7
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} Plus d’information sur Fides

CONTACT

Pour tout contact s'inscrire sur le site internet :

www.fides-reliability.orq
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} Fides et Ingénierie conception

e Ameéliorer la fiabilité des équipements
électroniques par:

= Le choix des composants (classes de composants,
essais fiabilité fabricants, boitiers,...),

= Le choix des fournisseurs (niveaux de qualité,
guestionnaire /audit,...),

= L'étude des contributeurs (améliorations
/contraintes thermiques, humidite...)
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}Exigences /| Fiabilité

e Justifier que la fiabilité spécifiee sera atteinte.

= Effectuer et présenter les calculs de fiabilité
prévisionnelle suivant la méthodologie décrite dans
UTE-C 80811 ainsi que le profil de vie utilise, les
hypotheses de calcul et les différents parametres
utilisés.
e Présenter un plan Fiabilité est de facon a
verifier que la fiabilité constatée est bien égale

ou superieure a la fiabilité prévisionnelle.
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